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はじめに 

 高性能パワーデバイスとしてシリコンパワーデバイスの性能向上が、継続的かつ精力的に行わ

れてきた。その結果、シリコンとして引き出せる限界に近づいている。そのため高性能パワーデ

バイスとして、近年シリコンカーバイド(SiC)が注目され、デバイスが製造され始めている。そ

こで我々は、SiC デバイスの多機能走査型プローブ顕微鏡による評価を行っている。今回は SiC-

MOSFETの評価を行ったので報告する。 

実験方法 

 評価対象は、ROHM 社製 1200V 耐圧 SiC-MOSFET である。この SiC-MOSFET を切断し、鏡面研磨

することにより、デバイス内部を露出させた。評価には、日立ハイテク社製の原子間力顕微鏡

AFM5300 を用いた。装置には同時に同一箇所の表面電位像及び、微分容量像が測定できるように

外部に発振器と測定回路を接続している。 

結果及び考察 

 まず予測した構造を図 1 に示す。今回評価をした SiC-MOSFET の 25μm 角を走査した微分容量

像を図 2 に示す。図より、ソース配線金属、層間絶縁膜、P ウェル、n ドリフト層及び n+基板の

判別が可能である。また、ゲート電極近辺の 10μm 角領域の微分容量像を図 3 に示す。図より、

空間分解能が上がり、SiC-MOSFET の構造がより鮮明となった。これらの評価より、多機能走査

型プローブ顕微鏡を用いることによって、製造されたデバイスの構造を判別できた。 

 発表時には、形状像、表面電位像を含めた詳細な評価結果を報告する。 
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図 1.予測構造図 

図 2.微分容量像 図 3.微分容量像(拡大) 
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